
 

C-0805 5 В 0.1 мкФ ±5% NPO X7R China 
C-0402 5 В 100 мкФ ±5% NPO China 

Зм. Арк. Підп. Дата
Аркуш Аркушів

0 1 2

C1, C5, С7, 
C10, С11

C-0805 5 В 10 мФ ±5% NPO NPO X7R China 5

C-0402 5 В 15 пФ ±5% NPO China
C-0402 5 В 1 мкФ ±5% NPO China

R-0805 0,125 Вт 100K Ом 5% Vishay

Мікросхеми

2C8, C14

1

КПІ ім.І.Сікорського,
ФЕЛ, КЕОА, ДК-11

Н.контр Губар В.Г.

Затв. Омелян А. В. Перелік елементів

Інв
. №

 п
од

л.

Разроб. Бондар Р. В. Портативний 
пристрій для збору 

даних мозкової 
активності людини

Літ.
Перев. Омелян А. В.

Під
п. 

та
 д

ат
а

ДК11.467219.001 ПЕЗ
№ докум.

R2, R8, R9 R-0402 0,0625 Вт 4.7K Ом 5% Vishay 3

1
DD1 INMP441 InvenSense

R10 R-0805 0,125 Вт 47K Ом 5% Vishay 

1
1
1

Резистори
R1 R-0805 0,125 Вт 1K Ом 5% Vishay 
R4

Вз
ам

. ін
в.№

DD2 PSRAM64H Adafruit
1

Інв
. №

 д
уб

л.

DA1 AMS1117 UMW 1
DA2,DA3 XC6206 Torex Semiconductor 2

Під
п. 

та
 д

ат
а

D1 1

ДК
11

.46
72

19
.00

1 
Пе

рш
. з

ас
то

су
в.

ДК
11

.46
72

19
.00

1 
Сп

ра
в. 

№

Модулі
ESP32-S Espressif Systems

C15 1

C4, C12, C13 3
C9, C3, C6 C-0402 5 В 100 пФ ±5% NPO China 3

C2

Примітка

Конденсатори

Поз. поз-
начення

Найменування Кіл.

Signature



 

R-0603 0,0625 Вт 1K Ом 5%  Vishay 

Аркуш

Зм. Арк. Підп. Дата
2

№ докум.
ДК11.467219.001 ПЕЗ

XS2 MSD-1-A Same Sky 1
XS3 USB4215-03-A GCT 1

Роз'єми

Діоди
VD1 598-2A01-107F Dialight 1

Інв
. №

 п
од

л.
Під

п. 
та

 д
ат

а
Вз

ам
. ін

в.№
Інв

. №
 д

уб
л.

Під
п. 

та
 д

ат
а XP1 DS1021-1*4SF11-B CONNFLY 1

XS1 XF2M-2415-1A Omron 1

Кнопки

R-0402 0,0625 Вт 47K Ом 5% Vishay 4
R13, R14

R-0603 0,0625 Вт 10K Ом 5% Vishay 1

R3, R6 R-0402 0,0625 Вт 10K Ом 5%  Vishay 2

ДК
11

.46
72

19
.00

1 
Поз. поз-
начення

Найменування Кіл. Примітка

R5
R7 1

R11, R12, 

SA1, SA2 TS3611-2.5-180-B KLS 2

Резистори


